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	Лична информация


	Име
	
	Емилия Николова Монова

	Адрес
	
	Катедра Физика на полупроводниците, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България

	Телефон
	
	служ.: (02)8161857

	Факс
	
	

	E-mail
	
	monova@phys.uni-sofia.bg


	Националност
	
	Българка


	Дата на раждане
	
	25 януари 1954


	Трудов стаж


	• Дати (от-до)
	
	Август 2007 – до сега

	• Име и адрес на работодателя
	
	СУ”Св. Климент Охридски” - Физически факултет, Катедра Физика на полупроводниците,  бул. “Джеймс Баучър” 5, гр. София 1164

	• Вид на дейността или сферата на работа
	
	Образование и наука

	• Заемана длъжност
	
	Старши асистент

	• Основни дейности и отговорности
	
	Обучаване на студенти по Обща физика и СЕМ, научен секретар на Катедрата.


	• Дати (от-до)
	
	Октомври 1991 - Август  2007

	• Име и адрес на работодателя
	
	СУ”Св. Климент Охридски” - Физически факултет, Лаборатория по Физика и Техника на Полупроводниците, ул.Галичица 33А., 1164 София

	• Вид на дейността или сферата на работа
	
	наука

	• Заемана длъжност
	
	Старши асистент

	• Основни дейности и отговорности
	
	Обучаване на студенти по Обща физика – Практикум и семинарни занятия; Сканираща електронна микроскопия/СЕМ/ - Практикум по високи технологии и лекционни курсове.  Изследване и технология на A3B5 полуроводници и техните твърди раствори,  израстването им по метода на течна епитаксия/ LPE / и характеризиране; оператор на универсален сканиращ електронен микроскоп TESLA BS 340; участие в ежегодни Българо-гръцки симпозиуми по Физика на полупроводниците и твърдото тяло, организирани от Физическия Факултет на СУ и Солунския Университет в пориода 1978 - 1997; участие в научни  школи и договори. Отчислена от аспирантура с право на защита.


	• Дати (от-до)
	
	Януари 1988 - Октомври 1991

	• Име и адрес на работодателя
	
	СУ”Св. Климент Охридски” - Физически факултет, Лаборатория по Физика и Техника на Полупроводниците, ул.Галичица 33А., 1164 София

	• Вид на дейността или сферата на работа
	
	Образование и наука

	• Заемана длъжност
	
	Асистент

	• Основни дейности и отговорности
	
	Обучаване на студенти по Обща физика – Практикум; Изследване и технология на A3B5 полуроводници и техните твърди раствори, 


	• Дати (от-до)
	
	Априлl 78 - Януари 88

	• Име и адрес на работодателя
	
	СУ”Св. Климент Охридски” - Физически факултет, Институт по Физика и Техника на Полупроводниците

	• Вид на дейността или сферата на работа
	
	Образование и наука

	• Заемана длъжност
	
	Физик

	• Основни дейности и отговорности
	
	Технология/ LPE / и характеризиране на A3B5 полуроводници и техните твърди раствори, участие в договори с МО за изработване на лабораторни полупроводникови прибори. Зачисляване в задочна аспирантура.


	Преподавателски опит
(може и в приложение)


	• Дати (от-до)
	
	Януари 1990 до сега

	• Учебно заведение
	
	СУ “Св. Климент Охридски”

	• Факултет/Департамент
	
	Физически факултет, СУ

	• Курсове
	
	Обща физика - практикум и семинарни упражнения, Сканираща елекрoнна микроскопия – лекции и практикум


	Научни публикации
	
	1. P.S.Gladkov, E.N.Monova, K.B.Ozanyan, LPE – Growth and Characterization of GaAs:V, Phys.stat.sol. (a), 104, K121, 1987.

2. P.S.Gladkov, E.N.Monova, K.B.Ozanyan, LPE – Growth and Characterization of GaxIn1-xAs (x=0.46) heterostructures matched to InP, Proc. of the 8th Greek – Bulgarian symposium on semiconductor physics, 1987, Thessaloniki, p.165.

3. P.S.Gladkov, E.N.Monova, K.B.Ozanyan, Photoluminescence Evaluation of n – Type GaAs LPE Layers Grown from a Bi – Solution, Proc. of the International Conference on Optical Characterization of Semicondductors, Sofia, 1990, p. 171.

4. P.S.Gladkov, E.N.Monova and J.Weber, Growth and Photouminescence Characterization of n-type GaAs  LPE Layers obtained from a Bi – Solution. Proc. of the 12th Greek – Bulgarian symposium on semiconductor physics, 1991, Thessaloniki.

5. P.S.Gladkov, E.N.Monova and J.Weber, Epitaxial-Growth and PL-Evaluation of GaSb Doped with Bi in the LPE - Growth Process, The 13th Bulgarian - greek symposium on semiconductor and solid state physics, 1992, Sofia, Bulgaria. 

6. P.S.Gladkov, E.N.Monova and J.Weber, Liquid phase epitaxy of n - type GaAs from Bi - solution, J. Appl. Phys. 74 (8),  p. 5020, 1993.

7. P.S.Gladkov, E.N.Monova,  LPE Growth and PL Characterization of  GaSb:Mn, The 15th Bulgarian - greek symposium on semiconductor and solid state physics, 1994, Sofia, Bulgaria.

8.  P.S.Gladkov, E.N.Monova and J.Weber, Epitaxial Growth and PL - evaluation of GaSb doped with Bi in the LPE - growth process, Annuaire de LSYMBOL 162 \f "Symbol"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski", p. 103, 86, 1995. 

9. P.Gladkov, E.Monova and J.Weber, Liquid phase epitaxy and photoluminescence characterization of p-type GaSb layers grown from Bi based melts, J. Crystal Growth, 146, p. 319, 1995.

10.  P.Gladkov, E.Monova and J.Weber, Photoluminescence characterization of Te-doped GaSb layers grown by liquid phase epitaxy from Bi melts, Semicond. Sci. Technol., 12, p.1409, 1997.




	Образование и обучение


	• Дати (от-до)
	
	Март 2006

	• Име и вид на обучаващата или образователната организация
	
	Проект Leonardo da Vinci, обучение в MEA Metall- und Elektroausbildung, Kesselsdorf, Германия.

	• Основни предмети/застъпени професионални умения
	
	Програмируеми контролери

	• Наименование на придобитата квалификация
	
	Сертификат

	• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
	
	


	• Дати (от-до)
	
	Септември 1998

	• Име и вид на обучаващата или образователната организация
	
	СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет, Лаборатория по Физика и Техника на Полупроводниците

	• Основни предмети/застъпени професионални умения
	
	Наблюдаване и фотографиране на повърхността на образци в различни режими на работа на Универсиален Сканиращ Електронен Микроскоп/СЕМ/ TESLA BS 340

	• Наименование на придобитата квалификация
	
	Оператор на СЕМ TESLA BS 340

	• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
	
	


	• Дати (от-до)
	
	Септемврии 1997

	• Име и вид на обучаващата или образователната организация
	
	Max-Planck-Institut fur Mikrostrukturphysik, Хале, Германия

	• Основни предмети/застъпени професионални умения
	
	Формиране, свойства и характеризиране на наноразмерни полупроводникови структури

	• Наименование на придобитата квалификация
	
	школа

	• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
	
	


	• Дати (от-до)
	
	Септември 1972 - Февруари 1978

	• Име и вид на обучаващата или образователната организация
	
	Държавен Електротехнически Университет, Санкт-Перерсбург, Русия

	• Основни предмети/застъпени професионални умения
	
	Дипломна работа: Шотки бариер Au – SiC  - получаване и приложение

	• Наименование на придобитата квалификация
	
	магистър

	• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
	
	Инженер физик


	Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.


	Майчин език
	
	български


	Други езици


	
	
	английски

	• Четене
	
	добро

	• Писане
	
	добро

	• Разговор
	
	добро

	
	
	руски

	• Четене
	
	много добро

	• Писане
	
	много добро

	• Разговор
	
	много добро


	Организационни умения и компетенции
Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.
	
	Добър опит в организизацията  на научни и социални мероприятия, добра работа в екип,  дисциплина и коректност.


	Технически умения и компетенции
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
	
	Работа с различна апаратура за високи технологии и лабораторни уреди за провеждане на студентски  практикуми по Обща физика.


	Други умения и компетенции
Компетенции, които не са споменати по-горе.
	
	Народни хора.


	Свидетелство за управление на МПС
	
	Категория В


	Приложения
	
	УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

1. Национален фонд научни изследвания – F112, 1992/93

2. Национален фонд научни изследвания – F115, 1993/94, Изследване на структури метал-полупроводник на основата на А3B5.
3. Национален фонд научни изследвания – F474, 1994/95, Микрометалургия в интерфейса на системата метал- GaSb.
4. Проект BУ – Ф1/05, МОН – 2005/07, Създаване на възможности за спектроскопски и морфологични изследвания на наноразмерни органични и неорганични обекти.
5. Фонд научни изследвания към СУ – 1994, Получаване и изследване на омови контакти към GaSb .
6. Фонд научни изследвания към СУ – N157/1995, Епитаксиално израстване и характеризиране на слоеве GaSb, получени по метода на течнофазна епитаксия, легирани изовалентно с бисмут и допълнително легирани с телур.
7. Фонд научни изследвания към СУ – N1172/1996, Епитаксиално израстване и характеризиране на слоеве GaSb, получени по метода на течнофазна епитаксия, легирани изовалентно с бисмут и допълнително легирани с телур/етап втори/.
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